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BASIC ABSTRACT: 

EP 822588 A UPAB : 19980309 

A novel doped silicon substrate (1) has, on its back face (2) , a 
preferably 50 nm thick silicon oxide layer covered by a preferably 1.2 
microns thick polysilicon layer (4) . Preferably, the substrate (1) has a 
dopant concentration of at least 1018 dopant atoms per cm3 . 

USE - For production of power semiconductors (claimed) . 

ADVANTAGE - The silicon oxide layer acts as a diffusion barrier which 
prevents dopant diffusion between the substrate back face and the 
polysilicon layer, so that no further measures are needed to avoid the 
self-doping effect and cross-contamination of other silicon substrates and 
so that the gettering action of the polysilicon layer is maintained. 
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(54) Dotiertes Siliziumsubstrat 

(57) Es wind vorgeschlagen, die als Diffusionsbar- 
riere fOr Dotierstoffe dienende Siliziumoxidschicht 3 zwi- 
schen Siliziumsubstrat 1 und Polysiliziumschicht 4 
anzuordnen. Dadurch sind keine ZusatzmaGnahmen 
zur Vermeidung des Autodopingeffekts eriorderlich und 
die getternde Wirkung der Polysiliziumschicht 4 auf der 
Siliziumsubstratruckserte 2 bleibt erhalten. 




CM 
< 

CO 
CO 

m 

CM 
CM 
CO 

o 

Q. 

LU 



Printed by Xerox (UK) Business Services 
2.15.8/3.4 



BNSDOCID: <EP 0822588A2_I_> 



1 EP0 822 588 A2 2 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein dotiertes, insbesondere 
hochdotiertes, Siliziumsubstrat. Hochdotierte Silizium- 
substrate werden, bevor sie prozessiert werden, insbe- 
sondere mit einer Epitaxieschicht, auf ihrer 
Substratruckseite mit einer Getterschicht aus Polysili- 
zium und darauf mit einer Siliziumoxidschicht zur Ver- 
meidung des sogenannten Autodopingeffektes 
versehen. Unter dem Autodopingeffekt versteht man, 
daB Dotierstoffe aus der Substratruckseite ausdiffundie- 
ren und in die Substratvorderseite eingebaut werden. 

Die Getterschicht aus Polysilizium dient zum Auf- 
fangen metallischer Kontaminationen, die ansonsten 
z.B. zu Gateoxidausfailen in fertig prozessierten Bau- 
steinen fuhren wurden. Wahrend der Hochtemperaturo- 
rozeBschritte diffundieren aber auch Dotierstoffe aus 
dem Siliziumsubstrat in die Polysiiiziumschicht. Je nach 
Losiichkeit reichert sich die Polysiiiziumschicht unter- 
schiedlich stark mit Dotierstoffen an, so da 3 eine Satti- 
gung der Polysiiiziumschicht eintritt und diese die 
auftretenden Metallkontaminationen nur noch ungenu- 
gend gettern kann. Demzufolge treten u.a. Gateoxid- 
ausfaile auf. 

Ferner kann wahrend der Prozessierung des epita- 
xierten Siliziumsubstratsdie Siliziumoxidschicht wegge- 
atzt werden, so daB es auch dadurch zur Ausdiffusion 
von Dotierstoffen aus der angereicherten Polysiiizium- 
schicht und somit Autodoping sowie Querkontamination 
zu anderen zu prozessierenden Siliziumsubstraten auf- 
treten. 

Diesem Problem begegnete man bisher dadurch, 
daB man wegen der Ausdiffusion aus der siliziumoxid- 
freien Substratruckseite getrennte Ofenfahrten bei 
Hochtemperaturprozessen durchfuhrte, so daB die 
Gefahr der Querkontamination zu anderen zu prozes- 
sierenden Produkten verhindert wurde. Dieses Vorge- 
hen fuhrt zu einer unnotig hohen Auslastung der 
Fertigungskapazitat. 

Des weiteren versuchte man dem Problem dadurch 
zu begegnen, daB man die Siliziumsubstratruckseite 
mit einer zusatzlichen Siliziumnitridversiegelung ver- 
sah. Diese MaBnahme fuhrte allerdings einerseits zu 
Gateoxidausfailen und andererseits zu zusatzlichen 
Kosten wegen der zusatzlichen Arbeitsschritte. 

Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es daher, 
ein dotiertes Siliziumsubstrat bereitzustellen, dessen 
Substratruckseite so behandelt ist, daB die obenge- 
nannten Komplikationen ausgeschlossen werden kdn- 
nen. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch ein 
dotiertes Siliziumsubstrat geldst, bei dem auf der Silizi- 
umsubstratruckseite eine Siliziumoxidschicht aufge- 
bracht ist und auf diese Siliziumoxidschicht eine 
Polysiiiziumschicht aufgebracht ist. 

Die Vorteile bei diesem dotierten Siliziumsubstrat 
liegen darin, daB der Dotierstoff nicht mehr durch das 
Siliziumoxid und damit in die Polysiiiziumschicht diffun- 



dieren kann, d.h. esfindet kein Ausdampfen des Dotier- 
stoffs aus dem Polysilizium statt. Dadurch hat die 
Polysiiiziumschicht noch genugend „freie Fehlstellen" 
zum Gettern der auftretenden Metallkontaminationen. 

5 Die eingangs genannten MaBnahmen wahrend des 

Prozessierens, die gegen das Ausdampfen (Autodo- 
pingeffekt, Querkonterminationen) getroffen wurden, 
kfinnen entfallen. 

In bevorzugter Ausfuhrung ist die Siliziumoxid- 

10 schicht ungefahr 50 nm und die darauf aufgebrachte 
Polysiiiziumschicht ungefahr 1 ,2 dick. 

Die Erfindung ist in der Zeichnung beispielsweise 
veranschaulicht und im nachstehenden im einzelnen 
anhand der Zeichnung beschrieben. 

15 Wie aus der Figur zu ersehen ist, ist gemaB der 
Erfindung auf die Siliziumsubstratruckseite 2 eines Sili- 
ziumsubstrats 1 direkt eine Siliziumoxidschicht 3 aufge- 
bracht und auf diese Siliziumoxidschicht 3 eine 
Polysiiiziumschicht 4. Die Siliziumoxidschicht 3 dient als 

20 Diffusionsbarriere fur Dotierstoffe zwischen Silizium- 
substratruckseite 2 und der Polysiiiziumschicht 4. 
Dadurch sind keine weiteren MaBnahmen zur Vermei- 
dung von Autodopingeffekt und von Querkontaminatio- 
nen zu anderen zu prozessierenden Siliziumsubstraten 

25 mehr erforderlich und die getternde Wirkung der Polysi- 
iiziumschicht 4 auf der Siliziumsubstratruckseite 2 bleibt 
erhalten. 

Das Siliziumsubstrat 1 ist hier mit dem Dotierstoff 
Arsen in einer Konzentration > 10 18 /cm 3 versehen. Die 
30 Siliziumoxidschicht 3 weist eine Dicke von ungefahr 50 
nm auf und die Polysiiiziumschicht 4 weist eine Dicke 
von ungefahr 1 ,2 ^im auf. 

Das hier gezeigte hochdotierte Siliziumsubstrat 1 
dient als Grundmaterial fur die Herstellung von Lei- 
35 stungshalbl eitern. 

Patentanspruche 

1 . Dotiertes Siliziumsubstrat (1), 
40 dadurch gekennzeichnet, daB auf der Silizium- 
substratruckseite (2) eine Siliziumoxidschicht (3) 
aufgebracht ist und daB auf der Siliziumoxidschicht 
(3) eine Polysiiiziumschicht (4) aufgebracht ist. 

45 2. Siliziumsubstrat nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daB die Siliziumoxid- 
schicht (3) eine D»oke von ungefahr 50 nm und/oder 
die Polysiiiziumschicht (4) eine Dicke von ungefahr 
1,2 jim aufweist 

50 

3. Siliziumsubstrat nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Siliziumsub- 
strat (1) mit einer Dotierstoffkonzentration von 
>10 18 Dotieratomen/cm 3 versehen ist. 

55 

4. Verwendung eines hochdotierten Siiiziumsubstrats 

(1) , bei welchem auf der Siliziumsubstratruckseite 

(2) eine Siliziumoxidschicht (3) und auf dieser Silizi- 
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umoxidschicht (3) eine Polysiliziumschicht (4) auf- 
gebracht ist, als Grundmaterial fur die Herstellung 
von Leistungshalbleitern. 
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(54) Dotiertes Siliziumsubstrat 

(57) Es wird vorgeschlagen, die als Diffusionsbar- 
riere fiir Dotierstoff e dienende Siliziumoxidschicht 3 zwi- 
schen Siliziumsubstrat 1 und Polysiliziumschicht 4 
anzuordnen. Dadurch sind keine ZusatzmaBnahmen 



zur Vermeidung des Autodopingeffekts erforderlich und 
die getternde Wirkung der Polysiliziumschicht 4 auf der 
Siliziumsubstratruckseite 2 bleibt erhalten. 
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